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【背景・目的】多結晶シリコン(poly-Si)は、薄

膜トランジスタ(TFT)の高移動度チャネル材料

として注目されている。我々は前回までに、ラ

マン分光法で poly-Si 結晶粒内に存在する微細

ナノ構造の評価が可能なことを示し、高温熱処

理を施すことでナノ構造が成長することを確

認した[1]。本研究では更に低温熱処理後に高

温熱処理した poly-Si 粒内のナノ構造に生じる

変化をラマン分光法で評価した。 

【実験】試料は Si 基板上に 100 nm の SiO2膜

を形成後、アモルファスシリコン(a-Si)を減圧

CVDにより 510℃、0.4 Torrで 30 nm堆積した。 

その後、Ar 雰囲気中で結晶化アニールを行い

poly-Si 薄膜を作製した。熱処理は(a)700℃で 30

分、(b)1000℃で 30分、および(c)700℃で 30分

熱処理後冷却し、その後に 1000 ℃で 30分の追

加熱処理の 3 条件とした。poly-Si 薄膜に対し

ラマン分光測定、電子線後方散乱パターン

(EBSP)解析、TEM 観察を実施した。ラマン分

光測定では励起光源に YAG レーザ(波長:355 

nm)を用い、分光器の焦点距離は 2000 mm、さ

らにはガルバノミラーを高速駆動させること

で疑似線状化したレーザ光源を用いて、1 次元

分布の同時測定を行った。 

【結果・考察】図 1に EBSPによって得られ

たグレインサイズの分布を示す。(a)と(c)はグ

レインサイズが同様の傾向を示している。図 1

よりグレインサイズは一回目の熱処理温度に

よって固定され、二回目の熱処理はグレインサ

イズに大きな影響を与えないと考えられる。図

2 にラマン分光法により得られた poly-Si 粒内

のナノ構造サイズの分布を示す。poly-Si 粒内

のナノ構造サイズ(D)について、下記式を用い

て解析した。 

 

 
 

ここで Δωはラマンピークシフト(cm-1)、σはナ

ノ構造のサイズ分布を示す標準偏差、Γ0 は Si

基板の FWHM(cm-1)、asiはシリコンの格子定数

(nm)である[2, 3]。本実験により、追加熱処理で

はグレインサイズには変化がないが、粒内ナノ

構造サイズが拡大することを確認した。 
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Fig. 1 Grain size distribution 

 
Fig. 2 Medians and Variances of Nanostructure 
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